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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月9日(2009.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　基板上にモリブデンを含む層によって逆スタッガード型ＴＦＴのソース／ドレイン電極
層を形成し、
　前記モリブデンを含む層が露出した状態において、前記基板に対し、少なくとも窒素ガ
スを用いた大気圧プラズマ処理を行い、
　前記大気圧プラズマ処理後、前記ＴＦＴのチャネルが露出した状態で洗浄を行なう基板
の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　基板上に形成された逆スタッガード型ＴＦＴのモリブデンを含むソース／ドレイン電極
層において、
　前記モリブデンを含むソース／ドレイン電極層の表面に形成されたモリブデン窒化物を
有する配線基板。
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